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S1 S2 S3 S4 S5 S6 Toplam

S1. Asagidaki ifadelerin dogru ya da yanhs olduklarini yandaki parantez icinde D 300462

ya da Y seklinde belirtiniz. (15)

a. Termistor sicakhigi elektrige donusturdr. (D) V=2

b. FET in giris direnci BJT ye gore daha duguktar. )

c. BJT nin gerilim kazanci FET e gore daha yuksektir. (D)

d. CMOS lojik kapilar, TTL ye goére daha fazla glg¢ harcarlar.(Y)

e. Ideal OPAMP in kazanci sonsuzdur. (D) =1y
S2. Sekil S2 de verilen devrede Vq ¢ikisini hesaplayiniz. (15)
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Vo =3V.-4=3x05-4=-25V

S3. Sekil S3 de verilen devrede A, =-10 ve r, = 3.8 Q olarak verildigine gore; Rg ve iAY
Rg direnclerini bulunuz. (Z, = BRe oldugunu varsayin) (20)
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Hatirlatma: A, =-fR.1Z, 1.=26mV/r, dope=1/r, Yo =1/r, A,=-g, (6 IRL) |D=|Dss(1—\%5]2 g, = 2‘\'}3:‘5 [1—\/\/—‘15}



S4. a.Sekildeki diyot devresinde diyot

i (ma)

Diyot modeli 1

modeli 1 kullanildiginda devreden L If = Diyot modeli 2
gecen toplam akimi bulunuz.  (7) N > = Vout
3 Vf ZRQ | 2R slope = 50x 107 A/V
07 V v V)
:3V—0.7V _ 23V —%3mA
2kQ2kQ  1kQ
b. Ayni diyot devresinde diyot modeli 2 kullanildiginda V. gerilimini bulunuz. (8)
3
Slope:i = Iy = 1 = 1 — :&:1_00_20Q
o slope 50x10 50 5
= SV-O7V. 23V _ 5002054 = 225mA
(22)x10°Q+20Q 10200Q
Vo = 1% (22)x10°Q = 225x107° x1x10° = 225V
S5. $Sekil S5 de verilen devrede lpss =6 MA, Vp = -6 V, Vgso = 0 V Ve yos = 40 US olarak
verildigine gore; Z;, Z,, ve A, degerlerini bulunuz. (20) 20V
Sekil S5 % s
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= 1- - = =] =2mS +———x
Im A ( Ve -6V -6V 6V |
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S6.
a. Yandaki devrede diyot ve A Da | Dg | Dy | Tx X
tranzistorlerin ideal oldugunu 0 on | on | off | off | Vec
varsayarak devrenin nasil
calistigini yandaki tabloyu 0O | Vec | on | off | off | off | Vec
doldurarak aciklayiniz. (10) Vee 0 off | on off | off | Vee
Vee | Vec | off off on on 0

A velveya B ‘0’ a baglandiginda D, ve/veya Dg iletimde, Dy ve Ty kesimde olur. Bu durumda X ¢ikisi Vcc olur. A ve B
‘Vec' ye baglandiginda D ve Dg kesimde, Dy ve Ty iletimde olur. Bu durumda X ¢ikisi ‘0’ olur.

b. Bu devre ne is yapar?

Bu bir NAND kapisidir.
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